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コアシェル型ナノワイヤは、c軸方向に伸びる柱状結晶（n-GaNコア）由来の無転位性と n-GaN

コアの側面（無極性面）にシェル状に形成した発光層（Multiple-quantum shell : MQS）により高性

能な発光デバイスが期待できる[1]。しかしながら、シェル状に形成された各 p-GaN 層へ給電する

ために ITO 電極を p-GaNシェルの周りに形成すると ITO による光吸収損失が大きくなり、発光効

率が低下する問題があった[2]。 

本研究グループでは、p-GaN シェルの周りにトンネル接合を成長し、各ナノワイヤ間に埋込

n-GaN 層を成長させることで、光吸収損失を低減できる構造（図 1）を研究しており、図 2 に示

す I-V, I-L 特性を持つナノワイヤ LEDを実現している。我々が調べた限り、本構造の他グループ

からの LED 動作に関する報告例は無い。しかしながら、現状のナノワイヤ LED は動作電圧が高

く、電流リークが発生している。その原因は、p-GaN シェル形状の不均一性や p 型活性化処理に

あると考えられる。詳細な内容は当日報告する。 
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図 1 ナノワイヤ LED 断面模式図 

 

図 2 I-V, I-L 特性 

 

u-GaN layer

Sapphire substrate.

aGaN

mGaN
CGaN

~700nm

GaN/GaInN multiple-quantum-shell (MQS)

n
-
G

aN
コ
ア

1200 nm

p-GaN    

1
0
0
0
-1

5
0
0
 n

m

n-GaN template layer

    接合

埋込n-GaN層

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

LO
P

 [
a.

u
.]

V
o

lt
ag

e
 [

V
]

Current [mA]

第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)12a-A302-12 

© 2020年 応用物理学会 12-013 15.4


